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기본구성사양 A.

제어기반 단결정 성장 시스템 인치 성장로1.AI Ga O (4 Ga O VB )₂ ₃ ₂ ₃ SET 1.

인치 수직 브릿즈만- 4 Vertical Bridgman ( )

기타사양 B.

제어기반 단결정 성장 시스템 성장로AI Ga O (4” Ga O VB )₂ ₃ ₂ ₃ 

1.

성장로 대( ) : 1

성장 방식 수직 브릿즈만: Vertical Bridgman ( ) 

대상 인치 단결정 성장용 : 4 Ga O₂ ₃ 

가열 방식 히터 기반 고온 저항가열 : MoSi₂ 

최대 온도 상용 : 1850 ( 1820 ) ℃ ℃

도가니 이동 속도: 0.1 ~ 10 mm/h 

챔버 구조 이중 구조 수냉식: SUS304 ,

분위기 제어  : Air/O₂ 

2.

(Hot zone) :2 set

최대 온도 고온 안정 설계: 1850 ( )℃ 

내화물 구조 고온 단열 구조  : Al O /ZrO₂ ₃ ₂ 

3.

파워서플라이 대( ) : 1

전원 상 : 3 AC 380V, 60Hz 

제어 방식 사이리스터 제어 : 

4.

컨트롤러 대( ) :1 

전원 상 : 1 AC 220V, 60Hz

기반 제어 시스텐 PLC 

온도제어  PID 

서보모터 기반 도가니 이동 제어 

5.

도가니 개4” Pt-Rh : 6

(Pt 214.12g / Rh 53.53g)
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